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Siemens Transistor AF239 Datasheet

AF 239

PNP-Mesatransistor fur UHF-Vorstufen bis 900 MHz

AF 239 ist ein PNP-Germanium-Transistor in Mesatechnik im Geh&use 18 A 4 DIN
41876 (TO-72). Die Anschliisse sind vom Gehause elektrisch isoliert. Der Tran-
sistor AF 239 ist besonders zur Verwendung in UHF-Vorstufen bis 900 MHz
geeignet.

£ B,
Typ | Bestellnummer é ) #E; -2
k- J 3
AF 233 | QB0106-X239 PN e
13'5!1—- 15!“,3
Gewicht etwa 0.4 g Make in mm
Grenzdaten
Kollektor-Emitter-Spannung —Ueeo 15 v
Kollektor-Emitter-Spannung =Ll ees 20 W
Emitter-Basis-Spannung ~Uenn 0.3 )
Kollektorstrom =Ie 10 ma
Emittarstrom Te 11 ma
Basisstrom =Ig 1 ma,
Spamschichttemperatur T a0 *C
Lagertemperatur Te —30bis +75 | “C
Gesamtvarlustleistung (Te = 66 °C) Piot 60 mW
Warmewiderstand
Kollektorsperrschicht — Luft Rynau = 750 grd /W
Kollektorsperrschicht — Transistorgehause Renaa = 400 grd /W
Statische Kenndaten (7 = 26°C)
Fir folgende Arbeitspunkte gilt:
—Uce I | =Ig B =/
' mA | A Iei1g mV
10 l 2 ‘ 40 50 (=10) 360
5 | § | 120 42 400
Kollektor-Emitter-Reststrom (—U/cps =20 V) ~Ices 06 (< B) | A
Kollektor- Emitter-Reststrom (—Ugpe = 16 V) ~Ieg =< 600 A
Emitter- Basis- Reststrom (Lo =03 V) =Ican < 100 | LA
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AF 239

Dynamische Kenndaten (T, = 25°C)

Arbeitspunkt: (—Ic = 2 mA; —Uge = 10V: £ =100 MHz) !

Transitfrequenz r | 700 MHz

Kurzschlufs- Rickwirkungs- Kapazitat

(=Te = 2 maA; =Uge = 10V; f = 450 kHz) e ATH 0,23 pF

Arbeitspunkt: (-I. = 2 mA: U =10V)
Leistungsverstarkung in Basisschaltung

(f = BOO MHz; A, = 500 ) Von | 11.6(=19) | dB
(f = 800 MHz; A, = 2 kD) Vb 14.5(=11.5) dB
(f =800 MHz; A, =500 Q; —Us=10V;
Ie = 2 ma) Vo 10,5(=8,6) | dB
(f =900 MHz; A, = 2 kD) Ve 12,5 dB
Rauschmalk
(f =800 MHz; Rz =60 Q) F b (< B) dB
Rauschmalk
{f = 900 MHz: Rz = 60 Q) F 6 (= 7) dB
Arbeitspunkt: (=1 = 2 ma; =Uee = 10V; f = 200 MHz )
Mebebene & mm unter Gehauseboden
Gi1p = 45 mS lygep | = 52 mS I ¥y25 1 = 0.09 mS Gaap = 0,06 mS
Bygp = =29 mS Py = 135° Pran = —00° bazy =1.6mS
Arbeitspunkt: (=I; = 2 mA; <Ugg = 10V: f = 800 MHz)
91'“1 = zms |}":1b| nzﬂ ms iF‘I!h' — 3,33 ms g32h=ﬂ.5 I'I-"IS
by = 17.5 mS Py = 37° Prze = -100° baap = 6,3 mS
2005¢ I
pe= =
Letumgsirais
B0 . S, »—,I# m#%&m R, = 2 kO
. oagF| | L7 )
—
£-300MH 15 T T
BIR
. (Emiinger,
) w| ﬂ o
Uge
8 Mabkschaltung fur
Wiy Leistungsverstirkung
und Rauschen
_} | bai f = BOD MHz
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AF 239

Temperaturabhangigkeit der
zulassigen Gesamtwverlustleistung
Pigr = F(T): Ryn = Parameter
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{Emitterachaltung)

5V A
-!H

P 74

o
)
M,
\\

Temparaturabhdngigkeit
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AF 239

Ausgangskennlinien
Ic = F{Uge); Ta = Parameter
(Emitterschaltung)
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Transitfrequenz f; = £ (1)
=Ueg = 10V F = 100 MHz
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Ausgangskennlinian
I = f(Ucs): I¢ = Parameter
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Leistungsverstarkung V. = f (I}
=500 MHz; =Lgae = 10W: A, = 1 k(2
Ay = 2 k{ (Basisschalung)

8

W .
¢ AN
s M —t— __\ _;[
i -
SEEmES
| \
SESESE
| \
: \
\
. -
0 £ b i dmA
---_,I'E

Datasheet Rev. 1.3 — 02/19 — data without warranty / liability



—y

Siemens

AF 239

Transistor AF239

Datasheet

Leistungsverstirkung V. = f{I:)
f =800 MHz; —Uge =10V A, =1 k{2
R, = 500 ; (Basisschaltung)
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Frequeanzabhiangigkeit des Rauschens
FomF{f);=Ucy =10 V:=I = 2 mA:
Ag =600
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Leistungsverstirkung ¥, = f (I}
£ =800 MHz: ~Lyge = 10V R, = 1 k(K
A = 2 kQ; (Basisschaltung)
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Eingangsleitwert 1,
—~Ueg = 10V (Basisschaltung)
MeBebenes 6 mm unter Gehauseboden
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—Uizg = 10V {Basisschaltung)

MeBabene 5 mm unter Gehduseboden
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=Uen = 10V (Basizschaltung)
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Ausgangslaitwert oz,
—llce = 10V (Basisschaltung)
Metebene & mm unter Gehduseboden
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